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I. Base du rapport 

1 . En ce qui concerne les elements de la demande internationale (les feuilles de remplacement qui ont ete 

remises a ('office recepteur en reponse a une invitation faite conformement a i'article 14 sent considerees, dans 
le present rapport, comme "initialement deposees" et ne sont pas Jointes en annexe au rapport puisqu'elies ne 
contiennent pas de modifications (regies 70. 16 et 70.17)) : 



Description, Pages 

1 _9 re9ue(s) le 09.03.2006 avec lettre du 07.03.2006 
Revendications, No. 

2-4 telles qu'initlalement deposees 

1^5-13 regue(s) le 09.03.2006 avec lettre du 07.03,2006 

Dessins, Feuilles 

^j3-3/3 re5ue(s) le 09.03.2006 avec lettre du 07.03.2006 

2. En ce qui concerne la langue, tous les elements indiques ci-dessus etaient a la disposition de radministration 
ou lul ont ete remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a ete deposee, sauf indication 
contraire donnee sous ce point. 

Ces elements etaient a la disposition de Tadministration ou lui ont ete remis dans la langue suivante: ,qui est: 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la regie 23.1 (b)). 

□ la langue de publication de la demande internationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire internationale (selon la regie 55.2 ou 
55.3). 

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide aminesdivulguees dans la demande 
internationale (le cas echeant), I'examen preliminaire internationale a ete effectue sur la base du listage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

□ depose avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement a Tadministration, sous forme ecrite. 

□ remis ulterieurement a Tadministration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-dela 
de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques 
a celles du listages des sequences Presente par ecrit, a ete fournie. 

4. Les modifications ont entraTne I'annulation : 

□ de la description, pages : 

□ des revendications, nos : 

□ des dessins, feuilles : 
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5. □ Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees 

comme allant au-dela de I'expose de ['invention tei qu'il a ete depose, comme il est indique ci-apres (regie 
70.2(c)) : 

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 
et annexee au present rapport.) 

6. Observations complementaires, le cas echeant : 



V. Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite 
d'appllcation industrielle; citations et explications a Tappui de cette declaration 



1. Declaration 
Nouveaute 

Activite inventive 



Oui: 
Non: 
Oui: 
Non: 

Possibilite d'application industrielle Oui: 

Non: 



Revendications 

Revendications 

Revendications 

Revendications 
Revendications 

Revendications 



1-13 



1-13 
1-13 



2. Citations et explications 
voir feuille separee 
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Concernant le point V 

Declaration motivee quant a la nouveaute, ractivite inventive et la possibilite 
d'application industrielle; citations et explications a Tappui de cette declaration 

1 . II est fait reference aux documents suivants : 

D1: EP-A-0 570 321 (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION) 18 

novembre 1993 (1993-11-18) 
D2: US 2002/140031 A1 (RIM KERN) 3 octobre 2002 (2002-10-03) 
D3: US 2004/023468 A1 (GHYSELEN BRUNO ET AL) 5 fevrier 2004 (2004-02-05) 
D4: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no. 21 , 3 aout 2001 (2001-08-03) & JP 

2001 094144 A (KOBE STEEL LTD), 6 avril 2001 (2001-04-06) 

2.1 La presente demande ne remplit pas les conditions enoncees dans Tarticle 33(1) PCT, 
i'objet de la revendication 1 n'impliquant pas une activite inventive telle que definie par Tarticle 
33(3) PCT. 

2.2 Le document D1 , qui est considere comme etant Tetat de la technique le plus proche de 
Tobjet de la revendication 1 decrit (les references entre parentheses s'appliquent a ce 
document) : 

Un substrat de type semi-conducteur sur isolant comportant successivement une base 
(couche 28, Fig 2 et colonne 4, ligne 24-57), une couche en carbone diamant (couche 30, Fig 
2 et colonne 4, ligne 24-57), une couche en materiau dielectrique (couche 26, Fig 2 et colonne 
4, ligne 58-colonne 5, ligne 35) et une couche en materiau semi-conducteur destinee a 
constituer des elements microelectroniques (couche 24, Fig 2), substrat caracterise en ce que 
le materiau dielectrique est choisi de maniere a ce que le niveau superieur de la bande de 
valence du materiau dielectrique (SiO-2- -9eV) soit inferieur au niveau superieur de la bande 
de valence du carbone diamant (-5.47 eV) et en ce que le materiau semi-conducteur est 
choisi de maniere a ce que le niveau superieur de la bande de valence du materiau 
semi-conducteur (-4.79 eV) soit superieur au niveau superieur de la bande de valence du 
carbone diamant. 

2.3 Par consequent, I'objet de la revendication 1 differe de D1 en ce que la revendication 1 
precise qu'une couche de nucleation en alumine est disposee entre la base 1 et la couche en 
carbone diamant. 
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2.4 Le probleme que la presente invention se propose de r^soudre peut done etre considere 
comme etant de faciliter le depot de la couclie de carbone diamant par I'intermediaire d'une 
couclie de nucleation. 

2.5 La solution proposee dans la revendication 1 de la presente demande n'est pas 
consideree comme inventive (article 33(3) PCX) pour la raison suivante. II est connu dans 
I'etat de I'art d'utiliser une couche de nucleation pour augmenter la qualite de la couche 
deposee, en particulier la croissance d'un substrat de diamant sur une couclne de nucleation 
en diamant (D3, page 2, paragraphe [21]). 

2.6 Ainsi la difference entre la revendication 1 et I'enseignement de I'etat de I'art reside dans 
I'utilisation specifique de A1203. Cependant, cette option est standard a la vue de D3 et 
I'homme du metier aurait consideree AI203 ou SrTiOS qui sont des simulants du diamant 
lai- gement connus comme alternatives evidentes pour I'utilisation de couche de nucleation. 

2.7 La revendication 1 n'implique done pas une activity inventive telle que definie par I'article 
33(3) PCT. 

3.1 Les revendications dependantes 2-6 ne contiennent aucune caracteristique qui, en 
combinaison avec celles de I'une quelconque des revendications a laquelle elles se referent, 
definisse un objet qui satisfasse aux exigences du PCT en ce qui concerne I'activite inventive. 
En particulier, I'objet de la revendication 2 est connu (D1 , colonne 4, ligne 24-57), et L'objet 
de des revendication 3-6 n'impliquent pas une activite inventive telle que definie par I'article 
33(3) PCT. En effet, les materiaux presents sont bien connus de I'homme de metier comme 
etant des dielectriques a grande constante K, par consequent leurs utilisations et 
combinaisons, ne peut impliquer d'activite inventive (D2, page 2, paragraphe 14). 

4.1 La demande ne remplit pas les conditions enoncees a I'article 6 PCT, les revendications 
7-1 3 n'etant pas claires. En effet, ces revendications correspondent a 
des revendications de precedes definies comme etant dependantes de revendications de 
structures. Par consequent, les categories des revendications 7-13 ne sont pas clairement 
identifiables, et leurs contenus servent plus a expliciter le mode d'utilisation du precede en 
fonction de la structure qu'a d^finir clairement le precede. Les limitations que Ton entend 
definir par ces caract^ristiques ne ressortent done pas clairement de cette revendication, 
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contrairement a ce qui est exige a rarticle 6 PCT. 

5.1 Par ailleurs, en depit du manque de clarte mentionne ci-dessus,et pour autant que Ton 
puisse comprendre, I'objet des revendications 7,9 n'est pas inventif au sens de I'article 
33(3) PCT; par consequent, les conditions enoncees dans I'article 33(1) PCT ne sont pas 
remplies (D1 , Fig 2 et colonne 4, ligne 24-colonne 5, ligne 35). 

5.2 L'objet de la revendication 8 n'est pas inventif, en effet, I'argument expose paragraphe 
3.1 s'applique mutatis mutandis a l'objet de la revendication 8. 

5.3 Les revendications dependantes 10-13 ne contiennent aucune caracteristique qui, en 
combinaison avec celles de Tune quelconque des revendications a laquelle elles se referent, 
definisse un objet qui satisfasse aux exigences du PCT en ce qui concerne la I'activite 
inventive. En effet, il s'agit d'une technique de report de couche par implantation (smartcut) 
bien connue de i'homme du metier (par exemple D3, Fig 4A-4C et page 5, paragraphe 
[79-86]). Par consequent, il est indeniable que ce dernier aurait envisage une telle methode 
pour transferer une couche sans qu^une activite inventive ne soit impliquee. 
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1 . Substrat de type semi-conducteur sur isolant comportant successivement 
une base (1), una couche en carbone diamant (3). une couche en materiau 
dielectrique (4) et une couche en materiau semi-conducteur (5) destinee k 
constituer des 6l§ments microelectroniques. le materiau dielectrique (4) etant 
choisi de manl^re k ce que le niveau sup^rieur (Edi) de la bande de valence 
du materiau dielectrique (4) soit inferieur au niveau superieur (Ecd) de la 
bande de valence du carbone diamant (3) et le materiau semi-conducteur (5) 
etant choisi de maniere k ce que le niveau superieur (Esc) de la bande de 
valence du materiau semi-conducteur (5) soit superieur au niveau superieur 
(Ecd) de la bande de valence du carbone diamant (3), substrat caract6ris6 
en ce qu'il comporte une couche de nucleation (2) en alumine dispos6e entre 
la base (1) et la couche en carbone diamant (3). 

2. Substrat selon la revendication 1. caracterise en ce que le materiau 
semi-conducteur (5) est choisi parmi le silicium. le germanium et 
I'antimonlure d'Indium. 

3. Substrat selon I'une des revendications 1 et 2, caracterise en ce que le 
materiau dielectrique (4) est choisi parmi I'alumine (AI203). I'oxyde de 
Hafnium. (Hf02) et I'oxyde de zirconium (Zr02). 

4. Substrat. selon la revendication 3, caracterise en ce que la couche en 
materiau dielectrique (4) est en alumine monocristalline. 

,5. Substrat selon I'une quelconque des revendications 1 a 4. caracterise en 
ce que la couche de nucleation (2) est en alumine monocristalline. 
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6. Substrat selon I'une quelconque des revendications 1 a 5, caracterise en 
ce que la couche en materiau dielectrique (4) est constituee par la 
superposition de deux couches dielectriques. 

5 7. Proc^de de realisation d'un substrat selon I'une quelconque des 
revendications 1 k 6, caracterise en ce qu'il comporte la preparation d'un 
premier empllennent (11) par : 

- dep6t, sur la base (1), de la couche en carbone diamant (3), 

- et d6p6t, sur la couche en carbone diamant (3), de la couche en materiau 
10 dl6lectrique (4). 

8. Precede selon la revendication 7, caract6rls§ en ce qu'il comporte le 
depot de la couche de nucleation (2) sur la base (1), avant d^pot de la 
couche eri carbone diamant (3). 
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9. Proc§d6 selon I'une des revendications 7 et 8, caracterise en ce qu'il 
comporte, apres le d6p6t de la couche en mat6riau dielectrique (4). le dep6t 
du mat6riau semi-conducteur (5) destine k constltuer des elements 
microelectroniques. 



10. Proced§ selon I'une des revendications 7 et 8. caract6ris§ en ce qu'il 
comporte la preparation d'un second empilement (12) par 

- dep6t, sur une base supplementaire (13), d'une premiere couche 
dielectrique additlonnelle (14), 

25 - depot, sur la premiere couche dielectrique additlonnelle (1 4), du materiau 
semi-conducteur (5) destine a constltuer des elements 
microelectroniques, 

- et dep6t, sur !e materiau semi-conducteur (5). d'une seconde couche 

dielectrique additlonnelle (15), 
30 et, apres preparation des premier (11) et second (12) empilements, 
['assemblage des premier (11) et second (12) empilements par collage 
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mol6culaire de la seconde couche di6lectrique additlonnelle (15) et de la 
couche en mat^riau dielectrique (4), la base suppi6mentaire (13) 6tant 
ensuite eliminee par gravure. 



5 11. Proced6 selon la revendication 10, caracterise en ce qu'il comporte 
Tenl^vement de la premiere couche dl6lectrique additlonnelle (14). 

12. Proc§d6 selon I'une des revendicatlons 7 et 8, caracteris^ en ce que. un 
second empilement (12) §tant constitu6 par un substrat suppl§mentaire 

10 comportant un film mince (18) du materiau semi-conducteur (5) destine a 
constituer des elements microelectroniques, le film mince (18) etant d6limit6 
par une zone (19) enterree fragilisee par implantation, les premier (11) et 
second (12) empllements sont assembles par collage moleculaire du film 
mince (18) et de la couche en materiau dielectrique (4), le second 

15 empilement (12) 6tant dissocle. apres collage, au niveau de la zone (19) 
enterree fragilisee. 

13. Proc6d§ selon la revendication 12. caracterise en ce qu'il comporte. 
avant assemblage, une oxydation thermique du film mince (18) de mani^re ^ 

20 former une couche (20) d'oxyde thermique. 
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